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O transistor, o componente basico da eletrdnica moderna, presente em
praticamente todos equipamentos eletronicos da atualidade. Para se compreender isso, em
um dnico processador Intel Core i7 - 4790k 4GHz apresenta-se 1.4 bilhdo de transistores.
Os materiais semicondutores mais utilizados na grande maioria dos transistores é silicio
(Si) e arseneto de galio (GaAs). Esses semicondutores apresentam excelentes
propriedades elétricas, tais como mobilidade elétrica, mas para aplicacdes que requerem
flexibilidade ja ndo podem ser aplicados e por isso a eletronica organica vem ganhando
destaque, pela possibilidade de construcdo de dispositivos flexiveis. Este trabalho tevé
como objetivo a construgdo de um transistor organico de efeito de campo, usando as
técnicas de plasma etching e fotolitografia, e caracterizacdo da deposicdo do
semicondutor poly(3-hexythiophene)(P3HT) usando técnica X-Ray Reflectivity (XRR).

A arquitetura do transistor escolhida foi a top gate bottom, essa escolha é devido
a protecdo da area ativa do transistor evitando assim uma degradacdo pela contato com
atmosfera. Os materiais e as técnicas utilizadas para construcdo do transistor foram as
seguintes: o substrato utilizado foi ITO (5x5cm), os contatos de fonte e dreno sdo de Ni,
(depositado por sputtering), o semicondutor utilizado foi o P3HT, obtido comercialmente
da empresa Sigma Aldrish e o dielétrico de porta usado foi o Alcool Polivinico (PVA),
tanto o semicondutor quanto o dielétrico foram depositados por spin coating. Por ultimo
0 contato de porta utilizado foi o Al. Para se obter material depositado somente nas areas
desejadas foi utilizado a técnica de fotolitografia, que consiste basicamente a exposicao
de luz UV em uma mascara que contém partes claras e opacas e assim definindo o padrao
desejado. A remog&o dos polimeros organicos nas areas nao desejadas foi usado a técnica
de plasma etching.

Para caracterizacdo elétrica dos transistores foram obtidos as curvas |-V, e com
isso obtidos as caracteristicas do transistor, mobilidade e I(ON)/I(OFF). Para a

FEIRA DE INOVACAO TECNOLOGICA m U H.I p I O

VIFFINOVA * &2} UNIVERSIDADE

UFRGS 5" inovadora
SEDETEC f

inspiradora



caracterizacdo da deposicao do semicondutor, foram utilizados 8 amostras, na qual foram
depositadas P3HT em um substrato de ITO variando as seguintes caracteristicas:
velocidade de deposicdo, fabricante (do P3HT) e temperatura de recozimento. Usando a
técnica de XRR foi possivel obter a espessura do filme e sua respectiva rugosidade.

Os parametros obtidos do transistor a partir foram uma mobilidade de 0,3cm?/Vs
e uma relagéo de I(ON)/I(OFF) de 7460 para o transistor de comprimento de canal de
10um.Importante destacar a baixa temperatura de fabricacdo, o que permite a construcéo
desse transistor em substratos flexiveis. Em relacdo a caracterizacdo da deposicdo do
semicondutor, percebeu-se que o fabricante Sigma Aldrish obteve-se espessuras maiores
com uma menor rugosidade. A influéncia da velocidade foi observada que maiores

velocidade de deposicdo menor foi a espessura e maior a rugosidade.
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